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Åôèìåíêî À. À. Ïðîåêòèðîâàíèå ìåæáëî÷íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ сîåäèíåíèé 
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ â áàçîâûõ íåñóùèõ êîíñòðóêöèÿõ.— Одесса: По-
литехпериодика, 2013.

Â êíèãå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïðîåêòèðîâàíèÿ ìåæáëî÷íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñîåäèíåíèé â ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðå, ñîçäàâàåìîé ñ èñïîëüçîâàíèåì áàçîâûõ 
íåñóùèõ êîíñòðóêöèé (ÁÍÊ). Ïðèâîäèòñÿ êëàññèôèêàöèÿ è õàðàêòåðèñòèêà 
ñîâðåìåííûõ òèïîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé è ÁÍÊ, ôîðìàëèçîâàíû 
çàäà÷è èõ ïðîåêòèðîâàíèÿ. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî ìåòîäàì è ñðåäñòâàì 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìåæáëî÷íûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé è ÁÍÊ, à òàêæå âîïðîñàì 
ñîçäàíèÿ ìîäåëåé è àëãîðèòìîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ. Îòäåëüíî ðàññìîòðåíû ìåòîäû 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ýëåêòðîìîíòàæà ñ èñïîëüçîâàíèåì íåïàÿíûõ êîíòàêòíûõ 
ñîåäèíåíèé. Ðàññìàòðèâàåìûå ìåòîäû è ìîäåëè — êîìïüþòåðíî-îðèåíòèðîâàííûå 
è ïðåäïîëàãàþò øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè.
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ. Âìåñòå ñ òåì, îíà 
ìîæåò áûòü ïîëåçíà ñòóäåíòàì è àñïèðàíòàì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëüíîñòåé.
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CIRCUITRY OF POWER SUPPLIES FOR PULSED ARC WELDING  
WITH CHAOTIC CURRENT OSCILLATIONS
Phenomenon of deterministic chaos in nonlinear systems is of interest to researchers first of all for its funda-
mental aspects. Recently the tendency has changed from fundamental to applied research.

Deterministic chaos was found in electrical circuits with a welding arc and its fundamental properties were 
investigated. The technological advantages of pulsed oscillations in circuits with laser-arc discharge over 
welding processes were shown earlier. The authors have reason to believe that the application of chaotic oscil-
lations also has a positive effect. Only experimental studies can confirm this assumption. The purpose of this 
work is to develop promising circuit solutions for specialized power supply with current chaotic oscillations.

Application of set-top boxes to the existing power sources to create chaotic oscillations of pulsed current arc 
has been proposed. The development of circuit design has been based on the results of previous studies of de-
terministic chaos in RLC-circuits with electric arc. The advantages and disadvantages of various circuits have 
been discussed in order to select schemes of set-top boxes for the practical implementation.

Keywords: electric arc, chaotic oscillations, pulsed arc welding, circuitry, power supply.
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Богуш М. В. Проектирование пьезоэлектрических датчиков на основе про-
странственных электротермоупругих моделей.— Москва: Техносфера, 2013.

Книга посвящена проектированию пьезоэлектрических датчиков с использовани-
ем современных методов математического моделирования. Описаны критерии, ал-
горитмы и процедуры для рационального и целенаправленного выбора конструк-
ции датчика, материалов и размеров деталей с помощью универсальных относи-
тельно геометрии изделия и способов приложения нагрузки численных простран-
ственных электротермоупругих моделей. Это позволяет улучшить технические ха-
рактеристики пьезоэлектрических датчиков за счет обоснованного выбора компро-
мисса между информативностью и надежностью изделия в предполагаемых усло-
виях эксплуатации. Эффективность предложенных методов подтверждается раз-
работкой серии пьезоэлектрических датчиков с уникальными свойствами, нашед-
ших широкое применение в вихревых и ультразвуковых расходомерах жидкости, 
газа и пара для систем промышленной автоматики, которые широко применяют-
ся в промышленности.
Предназначена для специалистов, занимающихся проектированием и применени-
ем пьезоэлектрических преобразователей и датчиков в измерительных и управля-
ющих системах, а также аспирантов и студентов технических вузов. 
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Вонг Б. П., Миттал А., Цао Ю., Старр Г. Нано-КМОП-схемы и проекти-
рование на физическом уровне.— Москва: Техносфера, 2014.

Книга состоит из трех разделов. В 1-м разделе содержатся 
весьма актуальные сведения об особенностях современных 
технологий СБИС уровня 130—90 нм. Во 2-м разделе описа-
ны соответствующие приемы проектирования на физическом 
уровне для схем смешанного сигнала и аналоговых компо-
нентов, схем памяти, методов снижения потребляемой мощ-
ности, схем ввода/вывода и защиты от электростатическо-
го разряда, целостности сигнала с учетом длинных межсое-
динений. В 3-м разделе рассмотрены приемы проектирова-
ния, обеспечивающие повышение выхода годных и учет ва-
риаций технологического процесса.
Книга предназначена для конструкторов, инженеров-технологов, разрабатываю-
щих новые технологии и соответствующие правила проектирования. 
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Справочник по радиолокации. В двух кн. / Под ред. М.И. Сколни-
ка.— Москва: Техносфера, 2014.

Это третье издание Справочника. Радиолокационная техни-
ка как для гражданского применения, так и для военных це-
лей продолжает развиваться в направлениях расширения об-
ласти применения и совершенствовании технологии. Неко-
торые темы, отраженные в предыдущих изданиях справоч-
ника, которые представляют сейчас меньший интерес, были 
исключены из издания. 
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OBTAINING RAISED DENSITY CONNECTIONS BY THERMOSONIC 
MICROWELDING IN 3D INTEGRATED MICROCIRCUITS
The authors consider the processes of obtaining raised density microwelded connections in 3D-integrated mi-
crocircuits by the thermosonic microwelding. The processes include the use of the raised frequencies of ultra-
sound, application of the microinstrument with a thinning of the working end and precision devices for ball 
formation, which provide reproducibility of connections quality.

At a small step of contact pads, the use of a wire of small diameter (not more than 25 µm) is necessary for 
devices with a multilevel arrangement of leads and chess arrangement of contact pads on the chip, providing 
the maximum length of the formed crosspieces does not exceed 4—5 mm.

Keywords: microwelding, thermosonic, connections, integrated microcircuits.
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Сукачев Э. А. Сотовые сети радиосвязи с подвижными объектами.— 
Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2013.

Приведены принципы построения и функционирования се-
тей связи с подвижными объектами при использовании со-
товой структуры зоны покрытия; основы организации мно-
гостанционного доступа с различными видами разделения 
сигналов; технические характеристики цифровых стандар-
тов систем подвижной радиосвязи, получивших широкое 
признание в мировой практике. Исследуются различные мо-
дели распространения радиоволн вблизи поверхности зем-
ли, которые используются для расчетов уровня сигнала на 
входе приемников базовых и мобильных станций. Большое 
внимание уделяется вопросам анализа внутрисистемных по-
мех и методам их уменьшения. Приводятся расчетные фор-
мулы для определения отношения сигнал/помеха в любой точке соты, а также 
для контроля степени изменения этого отношения при перемещении мобильной 
станции в пределах соты. Впервые в систематизированном виде изложены осно-
вы геометрии сотовых структур. С позиции теории массового обслуживания рас-
смотрены элементы проектирования сотовых сетей подвижной радиосвязи. Тео-
ретический материал иллюстрируется большим количеством числовых примеров. 
Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов, аспирантов и спе-
циалистов в области проектирования, разворачивания и тестирования сотовых 
сетей радиосвязи с подвижными объектами. 




